Lésungen zu den Ubungsaufgaben "ES", Sommer 2017 Ubung 4

Aufgabe 9:
9.1  Upn=3V ,Upp=-3V ,B=153 uA/V?
U=x10V
Bed.: Arbeitspunkt beiu, =0V wenn u,=0V

Allgemeine Betrachtung: Ubertragungsfunktion
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Ugsn =u, —(U,.)
UGSp :ue _([Jb+)
Upso =u, —U,)
UDSp =u, _(Ub+)
Definition AP: u,= u.

Wenn u. = OVist, wird Ugs, = +10 Vund UGSp =-10V

Damit gilt: wenn u, = OVist, wird Ups, = +10 Vund Upgp, = -10 V

9.2
UGsn = ’UGSp‘ =10V ., Upg, = ’UDSp‘ =10V
priifen,ob Upg 2Ugg-Uy; 10V 210V -3V !

Damit ist bewiesen: Im Arbeitspunkt sind beide Transistoren im
Sattigungsbereich
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9.3 I, bei [U,[=200V, AP liegtim Sattigungsbereich(9.2)

IB 2 UDS
ID = UGS —Ulh 1+
2 )( mj

- Liss#ov —3vy 14 2V
2 TV 200V
- 76,55—’?-49\72 105 =3936mA

9.4  Verlustleistung im Arbeitspunkt

PV =U-I =Ub .ID,A = 20V'3,936mA= 78,7mW

9.5  Steilheit im Arbeitspunkt

6ID ﬂ'(UGs _Uth)'(l"'UDs]

S = =
s U

=153€—f‘-7v 1,05=1,125mS

9.6 Kleinsignal-Ersatzschaltbild :
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9.7  Verstarkung A im Arbeitspunkt
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Berechnung von 1

Ips =(UA|+Ups.a) /I, =210V /3,936 mA= 53,476 k2
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oder: Fur 2 verschiedene Drain-Source Spannungen den Drainstrom berechnen:
1. Wert (Drainstrom im Arbeitspunkt): I, =1, =3936mA

2. Wert, z.B. bei Upg= 20V
I, =§(UGS —Uth)-(1+ 220%\;
Damit Al, bestimmen: Al_, =4,123mA-3936mA=187 nA
mit AU ¢ =20V -10V =10V wird dann

AU 10V
AL, 187 uA

j =3,748mA-1,1=4,123mA

= 1, = = 53,476kQ)

Damit kann die Verstarkung bestimmt werden:

A=-8 1,5 =—1125mS-53,476kQ = 60,2
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Aufgabe 10:

10.1  Grundschaltungen:
GroBsignalverhalten: Ty: Emitterschaltung, T,: Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung
Kleinsignalverhalten: T,: Emitterschaltung, T,: Emitterschaltung

10.2 GroBsignalersatzschaltbild

Ri

T4
0,7V

10.3
. U, —07V 15V-07V 143V
Io=p6-1 mit Iy = = = =10 uA
c1=FTpi Bl R, M43m0  1aMe

Ic; =300-10 uA=3 mA
Uy =U, —Ry, -1, =15V -33kQ2-3mA=15V-99V =51V

U U, =07V 44V
Mit 1., ~I,, und I, =—2=—C =

=4mA ist I, =4 mA

R,, R,  11k@
1 mA I 4 mA
g =-CbA_3mA _isims s, —C2AL_ =1538 m$S
10.4 Kleinsignalersatzschaltbild
B C
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10.5

B 300
S, 1538mS

Uy =Ucg = T, = =195k

A =A-A

. _33kQ-195k2
© 33kQ2+195k2
A =-1154mS 1,225 k2 =-1414

A =-S5 r, mitr, =R,

=1,225 k2

A, ==8,-1, mit 1, =R, [R, =500
A, =—1538mS-500 2 = - 769

A =A-A =-1414-(-769)=10873

Ubung 4
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Aufgabe 11:

11.1 I, R; und R, bestimmen:

Es gllt UBE+URE=UD+ UR2

mit: ID = IB = Ic/B = SHA und UD = UBE= 0,7 \"

ist: I,=Ip +Ig=10pA
U 2V

Upy=Ug= R, =" ="" —400kQ

I, SuA

Es ist: Ub_UD -Iq'Rl—IB'R2=0

damit wird

u,-u,-U 15v-0,7v-2V
R=2t""0"Yrm _ =1,23 MQ
I, 10 uA
11.2

Ui +Ue 303V

a

=1515 kQ

I, 2 mA

11.3  Durch die Diode in der Schaltung nach Bild 11.1 wird die Temperaturabhingigkeit verringert.
Die Diode wird iiblicherweise durch einen identischen Transistor mit einer kurzgeschlossenen
Basis-Kollektor-Diode realisiert und hat damit die gleiche Temperaturabhiingigkeit wie die Basis-
Emitter-Diode des Transistors wodurch diese temperaturabhiingige Spannungsénderung
kompensiert wird.



